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１．概要（Summary） 

現在、無機レジスト＋ドライエッチングの組み合わせで

コーン状、深溝状等の微細加工形状作製を行っている。 

これまで、微細加工に必要だったドライエッチング

装置は弊社別事業所の装置を使用して検討を行って

きたが、2015 年度で当該装置が別用途に転用される

ため、使用不可になってしまうことが判った。そこで

微細加工 PFで所有されている、多目的ドライエッチ

ング装置（RIE-200NL）を用いて、先に使用してい

たドライエッチング装置で作製したパターン同等の

形状を得るための条件選定、及び現在使用している無

機レジストと基板との選択比向上のためのエッチン

グ条件検討を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 多目的ドライエッチング装置 

（サムコ製 RIE-200NL） 

【実験方法】 

弊社内にて合成石英基板に金属膜の形成から RIE用

のマスク作製までを行った。NIMS 微細加工 PF にて、

これまで使用していた装置の条件を参考に実験条件

を作製、RIE処理を行った（Table.1）。エッチングに

は CHF3ガスを使用した。サンプル作製後、弊社にて

残マスクを除去し、AFM にて処理したパターン深さ

の測定を行った。 

   Table.1 Experiment Conditions 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

AFM 測定結果より、SiO2，マスクのエッチングレー

ト及び SiO2の選択比を求めた。RF Powerとの関係を

Fig.1に示す。 

 

    Fig.1 Results of etching rate and selectivity  

 

RF Power 条件については、選択比が最も大きい

100Wに設定した。Gas Flow rate に関しては、選択

比・エッチングレートともに大きな差が見られなかっ

たため、30sccmに設定した。以上の結果から、Table.2

に示すエッチング条件にてサンプルの作製を行い、以

前の装置形状を再現することを確認した。 

      Table.2 RIE Parameters 

Etching Gas CHF3 

RF Power [W] 100 

Gas Pressure [Pa] 2 

Gas Flow rate [sccm] 30 

装置代替の条件は今回で設定することができたため、

今後は選択比向上のための検討・実験を行っていく。 
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